DENEY NO: 1
DIYOD VE UYGULAMALARI
Deneyin Amaci

Temel diyod uygulamalarini incelemek, yari iletken diyodun DC parametrelerini 6lgmek ve
lojik OR ve AND fonksiyonlarini gergeklestirmek.

Genel Bilgiler:

Sekil 1°de devre sembolii goriilen diyod, voltaj kontrollii anahtar olarak diisiintilebilir. Girig
voltajinin pozitif olmas1 durumunda anahtar kapalidir, akim akar ve diyod iletimdedir (ON).
Voltajin kutbu degistirilir ise anahtar agilir, akim akmaz ve diyod kesimdedir (OFF).

Sekil 1. Diyod devre sembolii

Diyod iizerinden gecen akim su sekilde ifade edilir,
ID = Is(evD/¢T _l)

I = doyum akimi (A)
¢, = termal voltaj, ¢, =kT/q

k =Boltzmann sabiti = 1.34x10%° J/°’K
T =sicaklik (°K)
q = elektronik yiik

Malzeme Listesi:

1. 1N4148 Diyod 3 adet
2. 10 kQ direng 2 adet
3. 1 kQ direng 1 adet



Deney Sirasinda Yapilacaklar:

1. Sekil 2’deki devreyi kurunuz. Gii¢ kaynagindan V1 ve V2 giris voltajlarin1 uygulayniz.
Voltaj araliginin 0-1.5V olmasi durumunda “lojik 0” ve 3.5-5V olmasi durumunda “lojik 1”
varsayimi ile asagidaki tabloyu doldurunuz. Bu devre, hangi lojik fonksiyonunu
gerceklestiriyor? Vpc=5V, R=1kQ.
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Sekil 2
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2. Sekil 3’teki devreyi kurunuz. Vec=5V, Vege=-5V, Ry=10kQ, R =10kQ.
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3. Her iki girige 0V uygulaymiz ve ¢ikisi dl¢iliniiz.

4. Vg girisini 0 yapip, Vja girisini 0-6V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Olciiniliz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Via |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vo

5. V)a girisini 0 yapip, Vg girigini 0-6V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Olciiniliz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vig |0 05 |10 |15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vo

6. Her iki girise aym1 voltaji uygulayarak ¢ikis voltajin1 dlglinliz ve asagidaki tabloya
kaydediniz.

Via |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vig |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vo

7. Olgtiigiiniiz ¢1kis voltajlarina gore voltaj transfer karakteristigini ¢iziniz.



DIYOD-DIRENC MANTIK DEVRELERI
Deneyin Amaci

Bu mantik devreleri sadece diyod ve direnglerden olusmaktadir. Bu deneyde, bu mantik
devreler ile gergeklestirilen fonksiyonlar incelenecektir.

Genel Bilgiler:
Diyod-diren¢ mantigi ile elde edilebilen iki mantiksal kapt VE ve VEY A kapilaridir.
Diyod VE Kapisi

Sekil 1(a)’da diyod-diren¢ mantik devresi goriilmektedir. Bu devre VE fonksiyonunu
gerceklestirmektedir. V) girisi Vpc-Vp(ON)’dan daha az ise diyod iletime gegebilir ve

Vo =V, +V;(ON)
V=0 i¢in

Vo =Vp (ON) =V,

R iizerinden gegen akim

VDC _Vo VDC _VD (ON)_VI

|
R R R

Vpc-Vp(ON)’dan biiylik olan biitiin girisler i¢in diyod ters yonde kutuplanmis (kesim
durumu) olur ve R direnci tizerinden hi¢bir akim akmaz. Yiiksek ¢ikis degeri

Vou =V Olur.

Diyod-diren¢ VE kapisinin voltaj transfer karakteristigi Sekil 1(b)’de goriilmektedir. Burada
V=V a=Vg’dir. VTK egrisi kismen dogrusaldir. Cikis “diisik” VoL=Vp(ON) degerinden
birim egimle yiikselir ve V|= Vpc-Vp(ON) girisinde Vou=Vpc maksimum degerine ¢ikar.
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Sekil 1. Diyod VE kapisi (a) Devre sekli, (b) Voltaj transfer karakteristigi
Diyod VEYA Kapisi

Sekil 2(a)’da verilen diyod-direng devresi VEYA mantik fonksiyonunu gergeklestirir.
Vp(ON) degerinden az olan biitiin girislerde diyodlar kesimdedir. Bu durumda;

Vo =0=V,,

Vp(ON) degerinden daha fazla olan girislerde R {izerinden akim akar ve bu durumda ¢ikis
voltaji;

Vo =V, =V, (ON) olur.
Diyod-diren¢ VEY A kapisinin VTK Sekil 2(b)’de goriilmektedir, burada V=V 4=V g’dir. Bu

VTK’nde kismen dogrusaldir. Cikis, V,=Vp(ON) girisinde minimum Vg =Vp(ON)
degerinden baglayarak birim egimle yiikselir.
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Sekil 2. Diyod VEY A kapisi (a) Devre sekli, (b) Voltaj transfer karakteristigi



Malzeme Listesi:

1. 1N4148 Diyod 3 adet

2. 10kQ direng 2 adet

Deney Sirasinda Yapilacaklar:

1. Sekil 3’teki devreyi kurunuz. Vce=5V, Vege=-5V, Ry=10kQ, Rp=10kQ.
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Sekil 3
2. Her iki girige OV uygulaymiz ve ¢ikisi 6l¢iliniiz.

3. Vg girisini 0 yapip, Vja girisini 0-6V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Olciiniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Via |0 05 |10 |15 |20 |25 |30 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vo

4. Va girisini 0 yapip, Vg girisini 0-6V aralifinda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
ol¢liniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vig |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vo

5. Her iki girise ayni voltaji uygulayarak c¢ikis voltajim olgiiniiz ve asagidaki tabloya
kaydediniz.

Via |0 05 |10 |15 |20 |25 |30 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vig |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50 |55 |6.0

Vo

6. Ol¢tiigiiniiz ¢1kis voltajlarina gore voltaj transfer karakteristigini ¢iziniz.



DENEY NO: 2
DIRENC-TRANSISTOR EVIRICI DEVRELERI
Deneyin Amaci

Bu mantik devreleri direng ve transistorlerden olusmaktadir. Bu deneyde, bu mantik devreler
ile gerceklestirilen VE-DEGIL, VEYA-DEGIL devreleri incelenecektir.

Genel Bilgiler:
Temel RTL Evirici

Sekil 1’de temel RTL evirici ve voltaj transfer karakteristigi goriilmektedir. Bu devre, basit
BJT evirici devresidir. Kritik voltajlar;

VOH :Vcc
VIL = VBE (FA)
VOL = VCE (SAT)
Vg =Vge (SAT) + Vee ~Vee (SAT) Rg
Fe
VOA(tV) Iletim K
T(OFF etim Kenar1
Von=Vce ( )
Vce
—
=
Z
Rc
V| Rs Doyum Kenari
O
TO VOL:VCE(SAT) / T(SAT)
VIH > V|(V)
L V.=Vee(FA)
(@) (b)

Sekil 1. Temel RTL eviricisi (a) Devre, (b) VTK egrisi

Temel evirici devreye transistér ve baz direngleri eklenerek VEYA DEGIL ve VE DEGIL
kapilarinin elde edilir.

Malzeme Listesi:
1. BC237B transistor 2 adet

2. 3.9kQ direng 2 adet
3. 3.3 kQ direng 1 adet



Deney Sirasinda Yapilacaklar:
1. Sekil 1(a)’daki devreyi kurunuz. (Rg=3.9 kQ, Rc=3.3 kQ, Vcc=5V).

2. V| giris voltajim1 O0V’tan basalayarak 0.5V araliklarla artirip ¢ikis voltajin1 6l¢iinliz ve
asagidaki tabloya kaydediniz.

V, |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

3. Ol¢tiigiiniiz ¢1kis voltajlarini kullanarak giris-¢ikis karakteristigini ¢iziniz.
4. Sekil 2’deki devreyi kurunuz. (Rg;=3.9 kQ, Rg2=3.9 kQ, Rc=3.3 kQ, Vc=5V).

Ve

Re

SERVA
Vll RBl }) VI2 RBZ
o o T,

5. V), girisini 0 yapip, V| girisini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
ol¢liniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vip |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vo

6. Vi1 girisini 0 yapip, V2 girisini 0-5V aralifinda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Olciiniliz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vi |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vo

7. Her iki girise ayni voltaji uygulayarak cikis voltajim Olciinliz ve asagidaki tabloya
kaydediniz.

Vip |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vi |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

8. Ol¢tiigiiniiz ¢1kis voltajlarina gore voltaj transfer karakteristigini ¢iziniz.



9. Sekil 3’teki devreyi kurunuz. (Rs1=3.9 kQ, Rg,=3.9 kQ, Rc=3.3 kQ, Vcc=5V).

VCC

Sekil 3

10. V|, girisini 0 yapip, Vy; girisini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Ol¢iiniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vip |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vo

11. V) girisini O yapip, V2 girisini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Olciiniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vi |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

12. Her iki girise ayni voltaji uygulayarak c¢ikis voltajin1 Olgiiniiz ve asagidaki tabloya
kaydediniz.

Vip |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vi |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

13. Olgtiigiiniiz ¢ikis voltajlarina gére voltaj transfer karakteristigini ¢iziniz.



DENEY NO: 3
DIRENC-TRANSISTOR EVIRMEYEN DEVRELERI
Deneyin Amaci

Bu mantik devreleri direng ve transistorlerden olusmaktadir. Bu deneyde, bu mantik devreler
ile gergeklestirilen VE, VEY A devreleri incelenecektir.

Genel Bilgiler:
Temel RTL Evirmeyen Devre

Temel RTL evirici, evirmeyen ¢ikis olusturacak sekilde diizenlenebilir. Boyle bir devre Sekil
1(a)’da goriilmektedir. RTL evirmeyen devre ¢ikist emiterden alinir ve

Vo =VE = IERE =Vcc _VCE

ifadesiyle hesaplanir. Bu sayisal mantik devresi analog devrelerdeki emiter izleyicisinin
aynisidir. RTL evirmeyen devrenin VTK egrisi de Sekil 1(b)’de goriilmektedir.

VCC




Vo(V)
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Vee T(SAT
VOH: Vcc-VCE(SAT) ( )

\

um Kenari

Iletimf Kenari

VOL:O T(OFF) ‘ 3 - VI(V)
V .=Vge(FA) Vi

(b)
Sekil 1. Temel RTL evirmeyen (a) Devre, (b) VTK egrisi
Evirmeyen RTL devresine ilave girisler eklenerek VEYA ve VE kapilari gergeklestirilir.
Malzeme Listesi:
1. BC237B transistor 2 adet
2. 3.9kQ direng 2 adet
3. 3.3 kQ direng 1 adet
Deney Sirasinda Yapilacaklar:

1. Sekil 1(a)’daki devreyi kurunuz. (Rg=3.9 kQ, Rg=3.3 kQ, Vcc=5V).

2. V) giris voltajin1 0V’tan basalayarak 0.5V araliklarla artirip ¢ikis voltajint Olgiiniiz ve
asagidaki tabloya kaydediniz.

V, |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

3. Olgtiigiiniiz ¢1kis voltajlarini kullanarak giris-cikis karakteristigini ¢iziniz.



4, Sekll 2’deki devreyi kurunuz. (RB]_:3.9 kQ., R32:3.9 kQ., RE:3.3 k.Q, VCCZSV).
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Sekil 2

5. Vyp girisini 0 yapip, V)1 girigini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Ol¢iiniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vii |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

6. V1 girisini 0 yapip, Vyp girisini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Ol¢iiniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vi |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

7. Her iki girise ayni voltaji uygulayarak c¢ikis voltajmi 6lgiiniiz ve asagidaki tabloya
kaydediniz.

Vii |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vi |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vo

8. Olgtiigiiniiz ¢1kis voltajlarina gore voltaj transfer karakteristigini ¢iziniz.



9. Sekll 3’teki devreyi kurunuz. (R|31:3.9 kQ., R32:3.9 kQ., RE:3.3 k.Q, VCC:5V).

Sekil 3

10. V|, girisini 0 yapip, V| girisini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Ol¢iiniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vip |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vo

11. Vy girisini O yapip, V)p girigini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajinm
ol¢liniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vi |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vo

12. Her iki girise ayn1 voltaji uygulayarak ¢ikis voltajim Ol¢iiniiz ve asagidaki tabloya
kaydediniz.

Vip |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vi |0 05 |10 [15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vo

13. Ol¢tiigiiniiz ¢1kis voltajlarina gore voltaj transfer karakteristigini ¢iziniz.



DENEY NO: 4
DiYOD-TRANSISTOR EViRiCi DEVRELERI
Deneyin Amaci

Bu mantik devreleri diyod ve transistorlerden olugmaktadir. Bu deneyde, bu mantik devreler
ile gergeklestirilen fonksiyonlar incelenecektir.

Genel Bilgiler:
Temel DTL Eviricisi

Sekil 1°de temel DTL evirici devresi ve buna ait voltaj transfer karakteristigi goriilmektedir.
Vee

Vi

SV

@
VoV

Von=Vce

VOL:VCE(SAT) T
V|L:0.7 V|H:O.8

> V(V)

()

Sekil 1. Temel DTL evirici (a) Devre, (b) VTK egrisi



Malzeme Listesi:

1. BC237B transistor 1 adet
2. 22kQ direng 1 adet

3. 3.3 kQ direng 1 adet

4. 1N4148 Diyod 3 adet

Deney Sirasinda Yapilacaklar:
1. Sekil 1(a)’daki devreyi kurunuz. (Rg=22 kQ, Rc=3.3 kQ, Vcc=5V).

2. V, giris voltajin1 0V’tan basalayarak 0.5V araliklarla artirip ¢ikis voltajin1 6l¢iinliz ve
asagidaki tabloya kaydediniz.

V, |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

3. Olg¢tiigiiniiz ¢1kis voltajlarini kullanarak giris-cikis karakteristigini ¢iziniz.

4. Sekil 2’deki devreyi kurunuz. (Rg=22 kQ, Rc=3.3 kQ, Vcc=5V).
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R c
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Diyod VE Kapisi BJT Evirici

Sekil 2

5. Vg girisini 0 yapip, Via girisini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
Olciiniliz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Via |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo




6. V)a girisini 0 yapip, Vg girisini 0-5V araliginda 0.5V araliklar ile artirarak ¢ikis voltajini
ol¢iiniiz ve asagidaki tabloya kaydediniz.

Vig |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

7. Her iki girise ayn1 voltaji uygulayarak cikis voltajim1 Olgiiniiz ve asagidaki tabloya
kaydediniz.

Via |0 05 |10 |15 |20 |25 |3.0 |35 |40 |45 |50

Vig |0 05 |10 |15 |20 |25 [30 |35 |40 |45 |50

Vo

8. Ol¢tiigiiniiz ¢1kis voltajlarina gore voltaj transfer karakteristigini ¢iziniz.



I DENEY 5 — Mantik Kapilarinin Mantiksal Gerilim Seviyeleri I

1.1. DENEYIN AMACI

Bu deneyde, mantiksal gerilim seviyeleri calisilacaktir. TTL ve CMOS DEGIL kapilarinin voltaj transfer
karakteristigi osiloskop araciligiyla incelenecektir.

VCC _\_

Y GND X
DEGIL KAPISI ? Q
D1 R1
1NG148 2200
|
P AN
+
gV
50Hz

Sekil 1.1
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[D» 721508 oa0ns
MU E T v | v | v
GND I @ O o o o @ &

Vss
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1.2 ON GALISMA

1.2.1 Sekil 1.1’deki devrede sirasiyla 74LS04 TTL DEGIL ve 4049 CMOS DEGIL kapilari icin voltaj
transfer karakteristigini elde ediniz(Vin 0 - 5 V arasinda degisiyor).

| NETLIST ' { 741504

LN

(¥} Volts/div=2 (X} Volts/div= 0.5 Time/div=

L

(¥} Volts/div=2 (X} Volts/div=1 Time/div=

1.2.2 DEGIL kapilarinin voltaj transfer karakteristiklerini kullanarak Vi, Viu, Voo, Vou Ve noise marginleri

bulunuz ve Tablo 1.1'de yerine yaziniz.
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1.3 ISLEM BASAMAKLARI

1.3.1 Deneyde Kullanilacak Malzemeler

Direng : 74LS04, CD4049, 100 kQ

Standart Laboratuvar Ekipmanlari:
Osiloskop, DC Glg Kaynagi, Sinyal Jeneratord, Dijital Multimetre, Protoboard,

1.3.2 Sekil 1.1’deki devreyi 7404 IC ile kurunuz. V gerilimini ve topragi entegre devreye

baglayiniz(Vcc=+5 V). Osiloskopun XY modunu kullanarak DEGIL kapilarinin voltaj transfer
karakteristigini elde ediniz. voltaj transfer karakteristiklerini kullanarak V, V4, Voo, Von Ve noise

marginleri bulunuz ve Tablo 1.1'de yerine yaziniz.

1.3.3 Yukaridaki adimlari CD4049 CMOS entegresi ile tekrar ediniz.

741504

4049

F. %,

L

{Y) Volts/div=2  [X) Volts/div= 0.5 Time/div=

¥} Volts/div= 2

(¥} Velts/div=1  Time/div=

PSpice

Deney

741504

CD4049

74L504

CD4049

Tablo 1.1
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1.5 SONUC
1.5.1 Deney sonuglari ile teorik sonuglari karsilagtiriniz. Farkhiliklar var ise nedenlerini agiklayiniz.
1.5.2 Bu deneyde ne 6grendiniz kisaca agiklayiniz.

1.5.3 Her elemanin devredeki rollinl kisaca agiklayiniz.
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